Az integralt aramkorok
ARSENIC IMPLANT
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Bipolaris technologia - e
muveleti sor

1., Eltemetett reteg létrehozasa As implan- N EPITAXIAL LAYER
tacioval a bazisellenallas csokkentésére.

2., n epitaxias reteg novesztése kollektor
szamara, kézben As behajtas.

3., Maszkrétegek kialakitasa
implantaciohoz

4., B implantacié p™ oldalirdnyu szigetelés
kialakitasahoz
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Bipolaris technologia -
muveleti sor (folytatas)

5., Vastagoxid ndvesztés oldaliranyud
szigetelés céeljara, kdzben B behajtas,
majd SisN4 réteg eltavolitasa. (Az oxid a
sziliciumba befelé és kifelé is nd.)

6., B implantacio bazisréteg
kialakitasahoz.

7.,Vékonyoxid eltavolitas.

8., As implantacié az emitter és az n*
kollektor kontaktusreteg kialakitasahoz.
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Poliszilicium gates PMOS technolodgia - miveleti sor

1., Vastag oxid
novesztés

2., Ablaknyitas az
oxidba

3., Vékony oxid
novesztés

4., Poliszilicium
levalasztas

5., Gate kialakitas,

oxidmaras
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PMOS technologia - miveleti sor (folytatas)

6.’ B dl.ﬂ:UZI(,) ,a ?Ource €5 ' , ._ Nonuxpucmansuueckuil KpeMHuiL
drain kialakitasara. o 7" ¢ npumessio p-muna
Nudpyaus bopa - \ /

7., Véddboxid _ . N
novesztés | | \_—\/__/—-\__J_—

8., Kontaktusablak Hongiense onacra ad p-obracnsm A\ sio;
nyitas ) " L
9., Fémezés X -
{Pomo = . .
oot U N\ (e
obnacmeil ’ Q“% \ P / \ P/

: : _,/ Monurpucmannugeckuil Al
. Hpemuui )

%

Memarsuzagus u .
pomonumozpadus N \ P ,} \ P/ NSi




Aluminium gates CMOS technologia - muveleti sor
1., Vastag oxid novesztés, , y co.
ablaknyitas az oxidba. | e

2., B diffuzié p-zseb
kialakitasara. (Diffuzio kdzben

. -m V 4 2 c d
oxidnovesztes.) N z J
3., Ablaknyitas az oxidba
p-csatornas source és drain | -
kialakitasahoz. 3 — s LN
4., B diffuzio p-csatornas
source es drain kialakitasara.
5., Ablaknyitas az oxidba ¢ T\ —
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n-csatornas source és drain ~ / P tr

kialakitasahoz.




CMOS technologia - miveleti sor (folytatas)

6., P diffUzid n-csatornas source
és drain kialakitasara.

7., Ablaknyitas az oxidba gate
oxid novesztéshez.

8., Gate oxid ndvesztés,
ablaknyitas fémezéshez.

9. Fémezés
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Poliszilicium gates NMOS
technologia - muveleti sor

1., Maszkretegek kialakitasa
implantaciohoz.

2., B implantacioé p* oldaliranyu szigetelés
kialakitasahoz.

3., Vastag oxid ndvesztés, B behajtas,
veékony (gate) oxid novesztés,
kiiszobfeszlltseg beallitas B vagy As
implantacioval.

4., Poliszilicium gate kialakitas,
adalékolas P diffuzioval vagy
implantacioval (Rs=20-30 Q), gate oxid
eltavolitas. | pross
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NMOS technologia - ARSENIC IMPLANT

miiveleti sor (folytatas) ] lﬁémi l,li

5., As implantacio source és drain % ___________ n
kialakitasahoz (6nillesztés: gate és SOURCE DRAIN 1
vastagoxid maszkol).

6., Passzivalas P Gveggel.
7., Kontaktusnyitas, fémezés.
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Silicon on insulator (SOI) technologia
Az aktiv eszk6zok a sziliciumon novesztett SiO, rétegen helyezkednek el:

jo oldaliranyu szigetelés.

Eloallitas:

1., O ionok implantalasa a
Si felllete ala + hokezelés.

2., SiO, ndvesztés, poli-Si
levalasztas és kristalyositas
gyors hokezeléssel (pl.
lézer, villand lampa).

3., SiO, novesztés, masik Si
szelet hozzakotese (wafer
bonding), és a hozzakotott
szelet vékonyra marasa
vagy lepattintasa (H
implantacio és hokezelés).
Szeletkotés: ha két szelet

feltletet atomi kdzelségbe
hozzuk, 6sszetapadnak.

- SECOND POLYSILICON
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Haromdimenzios CMOS inverter kialakitasa (fent):

a kozos poliSi gate az alsé n-csatornas és a felso
p-csatornas FET-et is vezérli.

SOI n- és p-csatornas FET kialakitasa (lent).



Ionimplantacios GaAs MESFET -
muveleti sor

1., SiO, vagy SisN,4 levalasztas
maszkolashoz. A csatorna kialakitasa Se,
S vagy Si implantacioval.

2., n” implantaciéo az ohmos kontaktusok
létrehozasara.

3., Ujabb SiO, réteg levalasztasa.
4., Ohmos kontaktusok levalasztasa.

5., Schottky kontaktusok és
OsszekoOttetések levalasztasa.

6., Ujabb szigetelSréteg és a masodik
femréteg (0sszekottetések) levalasztasa.
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Fig. 27 Cutaway view of various planar gallium arsenide IC devices.'?

S
o

—{ S| GOAS —>— et

MULT{- LAYER
/_D1ELECTR|C

[ = s, Gaas=-

AuGe/pt
CONTACT

INSULATOR

S.|. GQAS - ——

INTER—
CONNECT

SCHOTTKY
BARRIER

SECOND LEVEL
INTERCONNECT _\

TS| GOASSI—

Fig. 28 Planar gallium arsenide IC process sequence.'



Epitaxias GaAs MESFET - muveleti sor

1., n-tipusu epitaxias reteg ndvesztése csatorna szamara.

2., Meza maras oldaliranyu szigetelés biztositasara.

3, A klszobfeszliltség (a csatorna melységeének) beallitasa recesszalassal.
4., Ohmos kontaktusok levalasztasa (S, D).

5., Schottky kontaktus levalasztasa (G).

6., Védooxid levalasztas.

7., Ablaknyitas, 0sszekottetések levalasztasa.



Kiszerelés, tokozas
A félvezetd eszkdz- és aramkorgyartas legfontosabb miveletei kézé

tartozik.
A tok funkcioi:
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Felforrasztas (ragasztas) kovar (Fe-Co-Ni
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Tokok

A tok anyaga lehet lGiveg, fém, milanyag, dragabb eszk6z6k és aramkordk
eseteben fem-keramia (Al vagy Be oxid).

IC-k mlanyag tokozasa esetében a chipeket sikba kiteritett kerethez
rogzitett kovar hordozora szerelik fel, majd kiontik epoxigyantaval. A

gyanta kemenyedése utan kivagjak a keretbol az IC-t, és a kivezetéseket
lehajlitjak.
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Ellenorzo kerdések

Mivel biztositjadk az oldaliranyd szigetelest a MOSFET gyartasi
folyamataban?

Mivel allitjak be a kliszobfeszliltséget a MOSFET gyartasi folyamataban?
Mivel allitjak be a kliszobfeszUliltséget a MESFET gyartasi folyamataban?
Miert adalékoljak a gate anyagat a MOSFET gyartasi folyamataban?

Mivel biztositjak az oldaliranyu szigetelést a bipolaris tranzisztor gyartasi
folyamataban?

Mire szolgal az n™ eltemetett réteg az npn tranzisztorban?

Milyen funkcioi vannak a toknak?

Hogyan kotik 6ssze a chipet a tok kivezetéseivel?

Mibdl készllnek a tokok?



